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１．概要（Summary） 

マイクロシェブロンレーザービーム走査法により形成し

た単結晶 Si 帯をチャネルとして，トップゲート型トランジス

タを作製した。ゲート絶縁膜には本研究室のパルスDCス

パッタ法，Si チャネルのパターニングには単結晶帯の難

エッチング性を利用してレジストレスで形成した。それ以

外のパターニングにはメタルマスクを用いた。ソースドレイ

ン領域のドーピングにイオン注入を使用した。この結果，

最高移動度 548cm2/Vs, s値 0.279 V/dec（分散 9.4％），

オンオフ比 2.4×107.の優れた TFT特性が得られた。  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置，表面段差計 

【実験方法】 

  実験プロセスを図 1 に示した。最高温度は 550℃であ

った。 
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３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 2 に作製した試料の光学写真及び顕微鏡写真を示

す。1本の単結晶 Si帯には 25個の TFTが形成された。 

 

Fig.2 Optical photograph of TFTs 

チャネル幅は11.2μm，チャネル長は80μm程度であ

る。 

図 3に一本の単結晶帯に形成された 25個の TFTのう

ち，動作した23個のTFTの伝達特性を示した。最高移動

度 548cm2/Vs, s値 0.279 V/dec（分散 9.4％），オンオフ

比 2.4×107の均一でかつ優れた TFT 特性が得られた。

作製に際し，ゲート絶縁膜はスパッタ法で形成しており，

パターニングはレジストレスであることから，これは世界一

環境負担が小さい高性能 Si トランジスタといえる。ディス

プレイなどの大面積エレクトロニクスでは面積に比例して

製作時の環境負荷が大きくなることから，環境負荷が小さ

いデバイス作製は今後重要性が増していくと思われる。 
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